
МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології»

Одеса, 23 — 27 травня 2022 р.
– 60 –

 
2 

 

. -  . . , - . . . . -  . . ,  
- . .  

 
 

,   
d.koziarskyi@chnu.edu.ua 

 
-  2, 

 2    
,    

3,22   ,     CuFeO2 
  . 

 
 , , , CuFeO2. 

 

 
 

 
 (CuFeO2) [1].  

 
  

  CuFeO2     
2. 

 -  
   

    -500.  
 : t1 = 20  P1 = 150 t2 = 10  P2 = 180  

         
     [2].  

 

 

 2 
 



МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології»

Одеса, 23 — 27 травня 2022 р.
– 61 –

         
     [2].  

 
     30%. 

 . 2    h 2 = f(h    CuFeO2

 
      

   
         

 Eg  3,22   2.     
     [1].  

       
     

           
            

   
-4. 

 

 
 2  

h 2 = f(h   
 

, 2  
100 ,    = 30     = 0,3 .  

 
Eg  . 

 
 

1. Zanhong Deng, Xiaodong Fang, Xi Wang, Suzhen Wu, Weiwei Dong, Jingzhen Shao, Ruhua Tao. Characteri-
zation of amorphous p-type transparent CuFeO2 thin films prepared by radio frequency magnetron sputtering method at 
room temperature. Thin Solid Films, 2015, vol. 589, pp. 17 21.  

2.  . .   .  , 1978, 342 . 
___________ 
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Optical properties of CuFeO2 thin films 

Thin films of CuFeO2 with a thickness of 100 nm are obtained on glass substrates by the method of RF magnetron sput-
tering of a target made of a stoichiometric mixture of CuO and FeO2. Studies of optical coefficients show that the ob-
tained thin films are straight-band. The optical width of the band gap is equal to Eg  = 3.22 eV. From electrical stud-
ies, it is determined that CuFeO2  = 30 k  

cm. 
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